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 実験結果は次の様に整理出来る。ID入射光が非共鳴領域に位置する痔,Ei⊥Es(Ei,Esは夫
 々 人射光と散乱光の偏光方向を表わす。)のラマン位置で1本のsharphneがみられる。②入射










 ヘラ  か ン
 Ei/EsとEi上Esの両配置で共に観測可能であり,かつbroadlineが期待される。共鳴領域に於
 いてはsharpIineの強度が弱くなり相対的にマグノンの同時励起に伴う散乱が主要になったと解
 釈出来る。
 光学的励起状態4f6(7F)5d(L2glのモデルに基き散乱強度の入射光依存性を計算した。実験
 と計算結果の比較からEuTeのラマン散乱の微視的機構として5d電子のスピン軌道相互作用の
 格子変位による変調項が重要と考えられる。hneshapeについての実験と計算結果については
 若干の不一致点がみられるが,採用したモデノレを精密化してこの不一一致を解消出来るかさらに検
 討する必要がある。
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鑑
'
 又この微視的機構に基き微少磁場をかけた時の散乱の偏光特性についても議論した。磁場の方
 向に対する偏光面の相対的角度により散乱強度に種々の異方性が出現することが予想される。
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 論文審査の結果の要旨
 Eu一カルコゲナイドの中でEuOとEuSは強磁性体であり,EuTeは反強磁性体である。EuSe
 は反強磁性体であるが,磁場中で容易に強磁性体に変る。これらの結晶がNaCl型結晶であるため
 に一次のフォノン・ラマン散乱は禁止されているにもかかわらず常磁性相と強磁性相では縦光学
 フォノンと横光学フォノンの周波数の間に広がる巾の広い散乱線が観測されている。又,反強磁
 性相では幾本かのするどい散乱線が観測されている。これらのラマン散乱が特異なためと,Eu一
 カルコゲナイドが重要な磁性半導体であるために,米国,スイス,西ドイツに於て,実験的研究
 が活発に行なわれている。逢坂雄美は,この物質のラマン散乱の機構について理論的研究を行っ
 た。
 Eu一カルコゲナイドに於けるラマン散乱は,スピン揺動,反強磁性的スピン配列によって結晶
 全体の対称性が低下することにより生ずる。従ってラマン線は著しい温度と磁場依存性を示す。
 この散乱は,現象論的には,格子変位とスピンとに同時に依存する分極率により整理することが
 出来る。分極率テンソルを決定するときには・このテンソルの時間反転操作,結晶対称操作に対し
 て不変ということが重要な役割を果たす。又,逢坂雄美は,微視的機構の研究を行い,このラマ
 ン散乱にはEuの励起状態に於けるスピンー軌道相互作用と電子一一格子相互作用の交互作用が重
 要であるという結論を得た。
 逢坂雄美はbreathlngshellmodeiに基き,この結晶のフォノン分散を計算し,これを使って
 反強磁性相に現れたするどい散乱線の周波数をよく説明することができた。このことはラマン散
 乱が反強磁性体のフォノンの分散を決定する新たな手段になり得ることを示す。逢坂雄美は,Eu
 一カルコゲナイドのラマン散乱の実験結果をほぼ完全に説明することが出来たと同時に,この物
 質の電子,フォノン及びスピン状態に対して多大の知見を得ることが出来た。
 以上,この論文は磁性体のラマン散乱の理論的研究に道を開いたものであり,著者が自立して
 研究を行うに必要な高度な研究能力と学識を有することを示している。よって逢坂雄美提出の論
 文を理学博士の学位論文として合格と認める。
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